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(57) Abstract

The invention relates to a known method for purifying SiOz-particles. A bed of the particles is heated in a reactor with a vertically
oriented middle axis and is thus exposed 1o a treatment gas which is guided through the reactor and the bed from the bottom to the top
and with a given flow rate. Based thereupon, the aim of the invention is to provide an improved purification method and a simple device
suitable therefor, According to the invention, a chlorous treatment gas which is adjusted to a treatment temperature of at least 1,000°
C in the area of the bed is used for the purification method. The flow rate is adjusted to at least 10 em/s. According to the inventive
device for carrying out the inventive method, a gas shower is provided for the gas supply. The gas shower is provided with a plurality of
nozzle openings which are distributed laterally in relation to the middle axis, are arranged underneath the bed and serve for introducing the
treatment gas into the bed. The SiO;—granulation purified according to the inventive method consists of naturally occurring raw material
and is characterised by an iron content of less than 20 wt. ppb, preferably less than 5 ppb, a manganese content of less than 30 wt. ppb,
preferably 5 ppb, a lithium content of less than 50 ppb, preferably 5 ppb, and a chromium, copper and nickel content of less than 20 wt.
Ppb, preferably 1 ppb, respectively.

(57) Zusammenfassung

Bei einem bekannten Verfahren zum Reinigen von SiO;-Partikeln wird eine Schiittung der Partikel in einem Reaktor mit vertikal
orientierter Mittelachse erhitzt und dabei einem Behandlungsgas uusgesetzt, das mit einer vorgegebenen Strdmungsgeschwindigkeit von
unten nach oben durch den Reaktor und die Schiittung geleitet wird, Um hiervon ausgehend ein verbessertes Reinigungsverfahren und
cine dafiir geeignete, einfache Vorrichtung bereitzustellen, wird hinsichtlich des Reinigungsverfahrens erfindungsgemiiss vorgeschlagen,
dass ein chlorhaltiges Behandlungsgas eingesetzt wird, dass im Beréich der Schiittung das Behandlungsgas auf eine Behandlungstemperatur
von mindestens 1000 °C und dass die Strdmungsgeschivindigkeit auf mindestens 10 cm/s eingestellt wird. Bei der erfindungsgemissen
Vorrichtung zur Durchfiihrung des erfindungsgemissen Verfahrens ist fiir die Gaszufiihrung eine Gasdusche vorgesehen, die unterhalb
der Schiittung eine Vielzahl von lateral zur Mittelachse, verteilten. Diisendffnungen zyr. Einleitung des Behandlungsgases in die Schiittung
aufweist. Die erfindungsgemiss gereinigte SiO~Kmung aus natlirfich vorkommendem Rohstoff ist durch einen Eisengehalt von weniger
als 20 Gew.-ppb, vorzugsweise weniger als 5 ppb, einen Mangan-Gehalt von weniger als 30 Gew.—ppb, vorzugsweise 5 ppb, einen
Lithiom-Gehalt von weniger als 50 ppb, vorzugsweise 5 ppb sowie einen Chrom, Kupfer und Nickel-Gebalt von jeweils weniger als 20
Gew.-ppb, vorzugsweise 1 ppb, gekennzeichnet.




